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Résumé :

Les progrés technologiques constants de la nanoélectronique, en termes de réduction d’échelle, de montée
en fréquence, d’apport de nouveaux matériaux complexes ont suscité de nombreux efforts récents dans le
domaine du test et de la métrologie. Un des challenges majeurs est de mesurer a l'aide d’une station
hyperfréquence sous pointes avec précision les propriétés localisées des composants hautement
miniaturisés, de matériaux de plus en plus complexes, le tout avec des contraintes de test industriel (temps
de mesure, réduction de la surface de silicium dédié au test). Enparticulier, la caractérisation électrique des
nano-dispositifs hautes impédances, notamment, les nanotubes, les nano-fils, les capacités de quelques
attoFarad...etc. suscite aujourd’hui d’'importantes recherches scientifiques [1]-[3].La principale limitation des
mesures de dispositifs hautes impédances est le manque de sensibilité des analyseurs de réseaux (VNA).
Par ailleurs, le positionnement manuel des pointes de mesure engendre des erreurs de reproductibilité du
contact lors des phases de calibrage et de mesure du DST (dispositif sous test). Ces erreurs ont une
répercussion directe sur I'extraction du schéma électrique équivalent du DST. Pour palier & ¢a, la prise de
contact a I'échelle locale des sondes de mesure doit étre
améliorée.

L'objectif de ce travail consiste a comparer les
performances en terme de précision de mesure liée a la
répétabilité du contact entre la sonde de mesure GSG et
les accés du dispositif sous test pour les configurations
classique (positionneur mécanique a déplacement
micrométrique) et basée sur le nano-positionnement.
Ainsi, les coefficients de réflexion de standards de
calibrage (court-circuit et charge adaptée) sont mesurés
dans la bande de fréquence 50MHz — 50GHz par
positionnement manuel (axe Z : £ 2.5um) et par nano-
positionnement piézo-électrique (axe Z : £ 25nm). Les
performances en termes de précision et répétabilité de
mesure dans labande de fréquences 50MHz-50GHz sont
exposées.
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Figure 1: (a) Station sous-pointes modifiée pour
les mesures on-wafer, dans la gamme de
fréquence 0.05-50 GHz; (b) positionneur
piézoélectrique monté sur le porte-échantillons de
la station assure l'automatisation du posé de la
sonde suivant la direction Z
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